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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  表示品位が高く、製造コストが安価で、より
大きなサイズの表示領域を有する樹脂基板を用いた液晶
表示装置を提供する。
【解決手段】  液晶表示装置は、樹脂基板１０と、樹脂
基板１０上に形成される配線１１およびＭＩＭ素子１３
と、前記樹脂基板１０、ＭＩＭ素子１３および配線１１
を覆う絶縁層１４と、絶縁層１４上に形成される画素電
極１５とを有し、絶縁層１４が樹脂基板１０の伸縮に起
因する位置ずれによる画素電極１５と信号伝送配線１１
との導通を防止する一方基板１８を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  所定の間隔をあけて対向して配置される
一対の基板間に液晶層を介在して成り、一対の基板のう
ちのいずれか一方基板に、２つの金属電極である上部電
極と下部電極との間に絶縁膜が介在されて構成される能
動素子、信号伝送配線および画素電極を備える液晶表示
装置において、
前記一方基板は、樹脂基板と、樹脂基板上に形成される
前記能動素子および信号伝送配線と、前記樹脂基板、能
動素子および信号伝送配線の上に形成される電気的絶縁
層と、前記電気的絶縁層上に形成される画素電極とを有
し、前記電気的絶縁層が、樹脂基板の伸縮に起因する位
置ずれによる画素電極と信号伝送配線との導通を防止す
ることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  前記画素電極の一部が、前記信号伝送配
線または能動素子の少なくともいずれかの上に前記電気
的絶縁層を介して形成されることを特徴とする請求項１
記載の液晶表示装置。
【請求項３】  前記画素電極が、前記電気的絶縁層に形
成されるコンタクトホールによって、前記能動素子の上
部電極と導通していることを特徴とする請求項１または
２記載の液晶表示装置。
【請求項４】  所定の間隔をあけて対向して配置される
一対の基板間に液晶層を介在して成り、一対の基板のう
ちのいずれか一方基板の液晶層側表面に、２つの金属電
極である上部電極と下部電極との間に絶縁膜が介在され
て構成される能動素子、信号伝送配線および画素電極を
備える液晶表示装置において、
前記一方基板は、樹脂基板と、樹脂基板上に形成される
信号伝送配線と、前記信号伝送配線および樹脂基板の上
に形成される電気的絶縁層と、前記電気的絶縁層上に形
成される画素電極とを有し、
前記信号伝送配線は、その一部が前記能動素子の下部電
極として機能し、少なくとも下部電極として機能する部
分の表面に能動素子を構成する絶縁膜が形成され、
前記電気的絶縁層は、樹脂基板の伸縮に起因する位置ず
れによる画素電極と信号伝送配線との導通を防止し、前
記信号伝送配線の下部電極として機能する部分の上方に
コンタクトホールを有し、
前記画素電極は、その一部が前記コンタクトホールを介
して前記能動素子を構成する絶縁膜の表面に形成され、
前記能動素子の上部電極として機能することを特徴とす
る液晶表示装置。
【請求項５】  前記能動素子の寸法の少なくとも一部
が、前記電気的絶縁層のコンタクトホールの形状によっ
て決定されることを特徴とする請求項４記載の液晶表示
装置。
【請求項６】  前記電気的絶縁層のコンタクトホール
は、その樹脂基板に平行な断面形状が略長方形であり、
その長手方向が、前記信号伝送配線のなかで能動素子の*
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*下部電極として形成される部分の長手方向に対して直交
するように形成されることを特徴とする請求項４または
５記載の液晶表示装置。
【請求項７】  前記能動素子の絶縁膜は、前記コンタク
トホールの形成によって露出した下部電極を陽極酸化す
ることによって形成されることを特徴とする請求項４～
６のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項８】  前記画素電極が、前記能動素子側の領域
から前記信号伝送配線を挟んで反対側の領域にわたって
形成されていることを特徴とする請求項１～７のいずれ
かに記載の液晶表示装置。
【請求項９】  前記画素電極の少なくとも一部が、反射
性画素電極であることを特徴とする請求項１～８のいず
れかに記載の液晶表示装置。
【請求項１０】  前記画素電極の少なくとも一部が、散
乱性反射板として機能することを特徴とする請求項９記
載の液晶表示装置。
【請求項１１】  表示領域の対角長が、１００ｍｍ以上
であることを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記
載の液晶表示装置。
【請求項１２】  前記一方基板は、液晶表示装置複数分
の信号伝送配線、能動素子、電気的絶縁膜および画素電
極が形成される大型基板を分断したものであることを特
徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の液晶表示装
置。
【請求項１３】  前記大型基板は、画素電極、能動素子
および信号伝送配線が形成される領域の最も離れた２点
間の距離が、１００ｍｍ以上であることを特徴とする請
求項１２記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、情報機器用ディス
プレイなど、各種表示装置として利用される液晶表示装
置（ＬＣＤ）に関し、さらに詳しくは、樹脂基板上に形
成された金属－絶縁膜－金属構造素子（ＭＩＭ素子）を
有する液晶表示装置（ＭＩＭ－ＬＣＤ）に関する。
【０００２】
【従来の技術】情報機器などのディスプレイとして使用
される液晶表示装置（ＬＣＤ）は、近年、携帯電話、携
帯用情報端末などに搭載され、薄型化、軽量化などの携
帯性の向上が強く望まれている。このため、ガラス基板
の代りに樹脂基板を用いた液晶表示装置が、薄型・軽量
で割れにも強いため、実用化されており、近年、特にそ
の需要が高まっている。
【０００３】こうした中で、表示特性向上のため、樹脂
基板上にＴＦＴ（薄膜トランジスタ）素子、ＭＩＭ（Me
tal Insulator Metal）素子などの能動素子を形成した
アクティブ・マトリクス駆動の液晶表示装置（ＡＭＬＣ
Ｄ）の開発が進められている。樹脂基板を用いた場合
は、耐熱性の低さによって作製プロセス温度に制約が加
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3
わるので、実際にディスプレイとして報告されている従
来例はＭＩＭ素子などの二端子型の素子を用いた方が多
い。
【０００４】２つの金属電極の間に絶縁膜が介在され構
成されるＭＩＭ素子を有する液晶表示装置は、一定の距
離をあけて互いに対向する一対の基板を有し、両基板は
シール材によって貼合わせられ、基板間に液晶が封入さ
れ構成される。
【０００５】前記一対の基板のうちいずれか一方基板
は、樹脂またはガラスなどの絶縁性基板と、絶縁性樹脂
基板上に形成される信号伝送配線（以下、配線と略記す
る）、ＭＩＭ素子および画素電極と、最表面に形成され
る配向膜とを有し、他方基板は、樹脂またはガラスなど
の絶縁性基板と、絶縁性基板上に形成されるＩＴＯ（イ
ンジウム錫酸化物）などのストライプ状の対向電極と、
最表面に形成される配向膜とを有する。
【０００６】このように構成される液晶表示装置では、
１つの画素電極と対向電極とが対向する領域が１画素で
あり、所定の信号を配線および対向電極に入力すること
によって、画素毎に液晶の光透過率を所定の光透過率と
なるように制御して画像の表示を行う。
【０００７】たとえば、Journal of the SID 5/3 1997 
pp275～281では、ＰＥＳ（ポリエーテルスルホン）基板
上に、窒化シリコンを用いた二端子素子が２００℃以下
のプロセスで作製される液晶パネルについて記載されて
いる。この液晶パネルは、１０８×９６画素の透過型モ
ノクロモードの表示であるが、その表示エリアは、対角
長が４０ｍｍ程度と小さい。
【０００８】また、SID 1999 Digest pp14～17では、Ｐ
ＥＳ基板上に、ＭＩＭ素子が形成される液晶表示パネル
について記載されている。この液晶パネルは、９６×１
２８画素の透過型で、カラー表示が可能であるが、開口
率が４５％と低く、コントラスト比も１０：１程度であ
る。また、その表示エリアは、対角長が５０．８ｍｍ程
度と小さい。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】樹脂基板上に能動素子
を形成する場合は、ガラス基板上に形成する場合とは異
なる樹脂基板特有の問題点が生じる。最も代表的な問題
点は、樹脂基板の耐熱性が低いため、プロセス温度が制
限されることであり、一般的には１５０℃以下、特殊な
高耐熱性樹脂を用いても２００℃以下に制限されること
が多い。しかしながら、これらプロセス温度の問題に関
しては既にプロセス技術の改善によって解決の目処が立
ちつつあるのが現状である。
【００１０】これとは別に、実用化に向けて、現在最も
大きな障害となっているのが、樹脂基板の伸縮に関する
問題である。特に、SID 1998 Digest pp293～296, SID 
1999Digest pp14～17などにおいて指摘されているよう
に、水分や有機溶媒を樹脂基板が吸収・放出することに
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起因する膨張・収縮は、プロセス中での変化量も大き
く、コントロールも難しい。
【００１１】図１４は、樹脂基板上に、ＭＩＭ素子およ
び画素電極を形成した場合の基板の伸縮率の変化を示す
グラフである。ＭＩＭ素子は、成膜、露光、現像および
エッチング工程などによって下部電極を所定の形状に形
成し、その表面を陽極酸化して酸化膜を形成し、さらに
成膜、露光、現像およびエッチング工程などによって上
部電極を所定の形状に形成することで作成することがで
きる。
【００１２】ここでのプロセス温度は、最高１５０℃と
低いため樹脂基板の耐熱性はクリアしているが、前述の
ように作製工程中の水分などの影響によると思われる基
板の膨張・収縮が見られ、その伸縮率も平均して２００
ｐｐｍ前後とかなり大きな値である。伸縮率とは、ある
２点間の距離の基準時における距離に対する変化率を指
し、ここでは、プロセス中で最初にパターン寸法が決定
される下部電極の露光時の寸法を基準とする。
【００１３】図１４では、同じ条件でＭＩＭ素子および
画素電極を形成した時の各工程における伸縮率を複数の
試料ごとに示す。伸縮率は、試料によって１００ｐｐ
ｍ、あるいはそれ以上のばらつきがある。また、特定方
向への伸縮のみが大きくなる異方性もしばしば見受けら
れ、やはり試料による違いが大きかった。基板の伸縮を
防ぐためには、各種溶媒を吸収しない樹脂や吸収した際
の寸法変化が極めて小さい樹脂を用いた基板の開発、ま
たは基板コーティングの改良によって基板母材自体への
溶媒の侵入を完全に防ぐなどの手段も考えられるが、未
だ充分な特性を有した樹脂基板の実現には至っていな
い。したがって、現状では樹脂基板を用いる以上、各工
程間での基板の伸縮による寸法変化は避けられず、また
基板の収縮量自体をコントロールすることも難しい。特
にＭＩＭ素子などの能動素子を形成する際は、複数の露
光工程を要する上、要求される位置合わせ精度も高いた
め、パネルの作製は非常に困難である。
【００１４】図１４に示す例では、画素電極の形成まで
に３回の露光工程を必要としている。設計されたパター
ン形状およびその寸法は、露光の時点でマスクから試料
へ反映されるため、少なくとも３回の露光の時点では、
基板の伸縮によるパターンのずれは、設計上の許容量以
内に収まっていなければならない。
【００１５】基本的に各工程間において、露光時の基板
寸法は変化しないことが前提となっており、ガラス基板
を用いてＡＭＬＣＤを作製する場合は、工程における寸
法変化は伸縮率にして通常３～５ｐｐｍ、せいぜい１０
ｐｐｍまでであることを想定して設計されている。しか
しながら、図１４に示したように膨張・収縮による樹脂
基板の伸縮率は、少なくとも２００ｐｐｍ程度は見積も
っておく必要があり、ガラスの伸縮率の２０倍以上必要
である。したがって、同じ設計ルールを用いた場合にパ
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ネル作製可能な領域の大きさは、ガラス基板の場合と比
較して１／２０以下（面積比では１／４００以下）にな
ってしまう。
【００１６】ガラス基板を用いるＴＦＴ－ＬＣＤでは、
近年６５０ｍｍ×８３０ｍｍ、対角長１０５４ｍｍのサ
イズでの量産も可能となったが、上記の樹脂基板を用い
て同じ条件の設計をした場合、作製可能な領域は対角１
０５４ｍｍ×１／２０＝５２．７ｍｍの大きさに限られ
てしまうことになる。この大きさは、前述の従来技術と
して報告されているパネルの大きさともよく一致してお
り、樹脂基板でこれ以上の大きさの、たとえば対角長１
００ｍｍ以上の表示領域を持つＡＭＬＣＤパネルを作製
することは困難であることが判る。
【００１７】なお、予め位置合わせのためのマージン
（余白）を非常に大きくとって設計しておけば、作製可
能なパネルサイズも大きくすることができる。しかし、
従来の構造でこれを行うと、液晶表示装置の開口率を大
きく犠牲にすることになり、表示品位を著しく損なうた
め実用的ではない。
【００１８】この問題について、図１５～図１７を用い
て説明する。図１５は、従来の液晶表示装置の一方基板
２８を拡大して示す平面図であり、図１６はその斜視図
である。なお、図１５および図１６では、配向膜は省略
される。一方基板２８は、絶縁性基板２０と、絶縁性基
板２０上に形成される配線２１、上部電極２２、ＭＩＭ
素子２３および画素電極２５とを有する。
【００１９】配線２１は、導電性薄膜であり、基板の一
辺に平行に延びるライン部分２１ａと、ＭＩＭ素子２３
の下部電極として形成される電極部分２１ｂとから成
る。配線２１の表面には、配線２１を陽極酸化すること
によって絶縁膜が、少なくとも配線２１の電極部分２１
ｂを覆うように形成される。
【００２０】上部電極２２は、絶縁膜で覆われた電極部
分２１ｂを直交するように形成される細長い矩形状の導
電性薄膜である。
【００２１】配線２１の電極部分２１ｂ、絶縁膜および
上部電極２２によって構成されるＭＩＭ素子２３は、電
圧－電流特性が非線形性を示す２端子型の素子である。
【００２２】配線２１と画素電極２５とは、位置合わせ
のずれによって接触することのないよう、図１５の矢印
で示す許容量２６の分だけ間隔をあける形状に設計され
ている。
【００２３】図１７は、従来の液晶表示装置の一方基板
３８を拡大して示す平面図である。図１５および図１６
に示す従来の構成では、絶縁性基板２０の伸縮により各
層の位置合わせのずれが大きくなると、配線２１と画素
電極２５とが接触し、導通してしまうおそれがある。
【００２４】そこで、図１７に示す一方基板３８では、
図１５および図１６に示す従来の構成において、樹脂基
板のような伸縮の大きい絶縁性基板３０を用いることを
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考慮し、配線３１と画素電極３５との間隔が大きくなる
ように、許容量３６を大きく設計している。これによっ
て、絶縁性基板３０が図１４に示すような大きな伸縮率
で伸縮し、各層の位置ずれが生じても、画素電極３５と
配線３１とが導通することを防止することができる。
【００２５】しかしながら、図１５と図１７とを比較す
れば判るように、図１７に示す画素電極３５の面積は、
図１５に示す画素電極２５の面積よりも著しく小さくな
る。このように、図１５～図１７に示すような従来の構
成で、樹脂基板の伸縮を考慮して許容量３６を大きく設
計すると、液晶表示装置の開口率が減少し、表示品位が
低下してしまう。
【００２６】基板の伸縮による各層の位置ずれは、基板
端部に近いほど大きく、また基板の大きさが大きいほど
大きくなる。このため、樹脂基板を用いてアクティブ・
マトリクス駆動の液晶表示装置を作製する際には、従来
例のように作製できるパネルのサイズが小型のものに限
られていた。
【００２７】また、液晶パネルの製造方法には、大型の
基板上に能動素子や画素電極などを液晶パネル複数分形
成し、その大型基板を分断することによって、複数の液
晶パネルを製造する方法がある。この方法では、一括し
て能動素子や画素電極を製造することができるため、製
造時間を短縮することができ、製造コストの面で有利で
ある。しかしながら、この方法では、基板の大きさが大
きくなるので、工程中の位置合わせという点で考えれ
ば、大型パネルを１枚作製することと同等あるいはそれ
以上に困難である。よって、たとえば樹脂基板上の対角
長が１００ｍｍ以上の領域に、液晶パネル複数分に相当
する能動素子を一括して作製することは困難でる。
【００２８】以上のように、従来の技術では、樹脂基板
を用いたアクティブ・マトリクス駆動の液晶表示装置
を、表示品位を維持したまま大型化することや、１枚の
大型基板上に液晶パネル複数分に相当する能動素子を一
括して作製することは困難である。
【００２９】本発明の目的は、表示品位が高く、製造コ
ストが安価で、より大きなサイズの表示領域を有する樹
脂基板を用いた液晶表示装置を提供することである。
【００３０】
【課題を解決するための手段】本発明は、所定の間隔を
あけて対向して配置される一対の基板間に液晶層を介在
して成り、一対の基板のうちのいずれか一方基板に、２
つの金属電極である上部電極と下部電極との間に絶縁膜
が介在されて構成される能動素子、信号伝送配線および
画素電極を備える液晶表示装置において、前記一方基板
は、樹脂基板と、樹脂基板上に形成される前記能動素子
および信号伝送配線と、前記樹脂基板、能動素子および
信号伝送配線の上に形成される電気的絶縁層と、前記電
気的絶縁層上に形成される画素電極とを有し、前記電気
的絶縁層が、樹脂基板の伸縮に起因する位置ずれによる
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7
画素電極と信号伝送配線との導通を防止することを特徴
とする液晶表示装置である。
【００３１】本発明に従えば、前記電気的絶縁層が、樹
脂基板の伸縮に起因する位置ずれによる画素電極と信号
伝送配線との導通を防止するので、より大きな領域に前
記信号伝送配線、能動素子および画素電極を形成するこ
とができ、大きな表示領域を有する液晶表示装置を得る
ことができる。また、画素電極を信号伝送配線付近まで
形成することができ、これによって液晶表示装置の開口
率が向上し、表示品位が向上する。
【００３２】また本発明は、前記画素電極の一部が、前
記信号伝送配線または能動素子の少なくともいずれかの
上に前記電気的絶縁層を介して形成されることを特徴と
する。
【００３３】本発明に従えば、前記画素電極の一部が、
前記信号伝送配線または能動素子の少なくともいずれか
の上に前記電気的絶縁層を介して形成されるので、樹脂
基板が大きく伸縮しても、信号伝送配線と画素電極とが
導通したり、信号伝送配線と画素電極との間で寄生容量
が発生することがない。よって、表示品位が高い液晶表
示装置を得ることができる。
【００３４】また本発明は、前記画素電極が、前記電気
的絶縁層に形成されるコンタクトホールによって、前記
能動素子の上部電極と導通していることを特徴とする。
【００３５】本発明に従えば、前記画素電極が、前記電
気的絶縁層に形成されるコンタクトホールによって、前
記能動素子の上部電極と導通しているので、上部電極と
画素電極とを導通させる導電体を別途形成する必要がな
い。
【００３６】また本発明は、所定の間隔をあけて対向し
て配置される一対の基板間に液晶層を介在して成り、一
対の基板のうちのいずれか一方基板の液晶層側表面に、
２つの金属電極である上部電極と下部電極との間に絶縁
膜が介在されて構成される能動素子、信号伝送配線およ
び画素電極を備える液晶表示装置において、前記一方基
板は、樹脂基板と、樹脂基板上に形成される信号伝送配
線と、前記信号伝送配線および樹脂基板の上に形成され
る電気的絶縁層と、前記電気的絶縁層上に形成される画
素電極とを有し、前記信号伝送配線は、その一部が前記
能動素子の下部電極として機能し、少なくとも下部電極
として機能する部分の表面に能動素子を構成する絶縁膜
が形成され、前記電気的絶縁層は、樹脂基板の伸縮に起
因する位置ずれによる画素電極と信号伝送配線との導通
を防止し、前記信号伝送配線の下部電極として機能する
部分の上方にコンタクトホールを有し、前記画素電極
は、その一部が前記コンタクトホールを介して前記能動
素子を構成する絶縁膜の表面に形成され、前記能動素子
の上部電極として機能することを特徴とする液晶表示装
置である。
【００３７】本発明に従えば、前記電気的絶縁層は、前
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記信号伝送配線の下部電極として機能する部分の上方に
コンタクトホールを有し、前記画素電極は、その一部が
前記コンタクトホールを介して前記能動素子を構成する
絶縁膜の表面に形成され、前記能動素子の上部電極とし
て機能するので、上部電極を成膜する工程および上部電
極の形状を加工する工程を省略することができ、工程数
を減少することができ、製造コストの低い液晶表示装置
を提供することができる。また、本発明による構成で
は、コンタクトホールによって樹脂基板上に画素電極が
形成される領域も、セルギャップが多少大きくなる以外
は表示に有効である。
【００３８】さらに、前記電気的絶縁層が、樹脂基板の
伸縮に起因する位置ずれによる画素電極と信号伝送配線
との導通を防止するので、より大きな領域に前記信号伝
送配線、能動素子および画素電極を形成することがで
き、大きな表示領域を有する液晶表示装置を得ることが
できる。また、画素電極を信号伝送配線付近まで形成す
ることができ、これによって液晶表示装置の開口率が向
上し、表示品位が向上する。
【００３９】また本発明は、前記能動素子の寸法の少な
くとも一部が、前記電気的絶縁層のコンタクトホールの
形状によって決定されることを特徴とする。
【００４０】本発明に従えば、前記能動素子の寸法の少
なくとも一部が、前記電気的絶縁層のコンタクトホール
の形状によって決定され、上部電極の形状を加工する工
程を省略することができる。
【００４１】また本発明の前記電気的絶縁層のコンタク
トホールは、その樹脂基板に平行な断面形状が略長方形
であり、その長手方向が、前記信号伝送配線のなかで能
動素子の下部電極として形成される部分の長手方向に対
して直交するように形成されることを特徴とする。
【００４２】本発明に従えば、前記電気的絶縁層のコン
タクトホールは、その樹脂基板に平行な断面形状が略長
方形であり、その長手方向が、前記信号伝送配線のなか
で能動素子の下部電極として形成される部分の長手方向
に対して直交するように形成されるので、樹脂基板のよ
り大きな伸縮に対応することができる。
【００４３】また本発明の前記能動素子の絶縁膜は、前
記コンタクトホールの形成によって露出した下部電極を
陽極酸化することによって形成されることを特徴とす
る。
【００４４】本発明に従えば、前記能動素子の絶縁膜
は、前記コンタクトホールの形成によって露出した下部
電極を陽極酸化することによって形成されるので、信号
伝送配線の余分な抵抗増加を抑えることができ、信号伝
送配線の幅を細くすることができる。また、酸化反応を
行う領域が小さいので、消費する薬品の量や陽極酸化に
費やされる電力量を低く抑えることができる。
【００４５】また本発明は、前記画素電極が、前記能動
素子側の領域から前記信号伝送配線を挟んで反対側の領
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9
域にわたって形成されていることを特徴とする。
【００４６】本発明に従えば、前記画素電極が、前記能
動素子側の領域から前記信号伝送配線を挟んで反対側の
領域にわたって形成されている、すなわち信号伝送配線
が画素領域の中央よりに配置しているので、樹脂基板の
伸縮によって信号伝送配線および画素電極が位置ずれし
ても、画素電極と隣の画素の信号伝送配線とが重なり、
画素電極と隣の画素の信号伝送配線との間で電気容量が
発生することを防止することができる。
【００４７】また本発明は、前記画素電極の少なくとも
一部が、反射性画素電極であることを特徴とする。
【００４８】本発明に従えば、配線または能動素子が形
成される領域などの透過型液晶表示装置において表示無
効となる領域に、反射性画素電極を形成することによっ
て、開口率が高く、表示品位が高い反射型または半透過
型の液晶表示装置を得ることができる。
【００４９】また本発明は、前記画素電極の少なくとも
一部が、散乱性反射板として機能することを特徴とす
る。
【００５０】本発明に従えば、前記画素電極の少なくと
も一部が、散乱性反射板として機能するので、別途散乱
フィルムを設ける必要がなく、また液晶パネルの前面に
散乱フィルムを配置する方式に比べて視差による表示の
にじみなどが少なく，表示品位の高い液晶表示装置を得
ることができる。
【００５１】また本発明は、表示領域の対角長が、１０
０ｍｍ以上であることを特徴とする。
【００５２】伸縮率が基板全体でほぼ一定であると、伸
縮量は基板の大きさに比例するので、樹脂基板上の信号
伝送配線、能動素子および画素電極を形成する領域が大
きくなるほど、各層の位置ずれは大きくなる。本発明に
従えば、前記電気的絶縁層が、樹脂基板の伸縮に起因す
る位置ずれによる画素電極と信号伝送配線との導通を防
止するので、より大きな領域に前記信号伝送配線、能動
素子および画素電極を形成することができ、対角長が１
００ｍｍ以上の大きな表示領域を有する液晶表示装置を
得ることができる。
【００５３】また本発明の前記一方基板は、液晶表示装
置複数分の信号伝送配線、能動素子、電気的絶縁膜およ
び画素電極が形成される大型基板を分断したものである
ことを特徴とする。
【００５４】本発明に従えば、前記電気的絶縁層が、樹
脂基板の伸縮に起因する位置ずれによる画素電極と信号
伝送配線との導通を防止するので、より大きな領域に前
記信号伝送配線、能動素子および画素電極を形成するこ
とができる。したがって、液晶表示装置複数分の信号伝
送配線、能動素子、電気的絶縁膜または画素電極を大型
の樹脂基板上に一括して形成することができ、これによ
って製造時間が短く、製造コストが安い液晶表示装置を
得ることができる。
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【００５５】また本発明の前記大型基板は、画素電極、
能動素子および信号伝送配線が形成される領域の最も離
れた２点間の距離が、１００ｍｍ以上であることを特徴
とする。
【００５６】本発明に従えば、前記電気的絶縁層が、樹
脂基板の伸縮に起因する位置ずれによる画素電極と信号
伝送配線との導通を防止するので、対角長が１００ｍｍ
以上の大きな領域に、液晶表示装置複数分の前記信号伝
送配線、能動素子または画素電極を一括して形成するこ
とができる。
【００５７】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態である
２つの金属電極の間に絶縁膜が介在され構成される能動
素子（ＭＩＭ素子）を有する液晶表示装置について説明
する。前記液晶表示装置は、一定の距離をあけて互いに
対向する一対の基板を有し、両基板はシール材によって
貼合わせられ、基板間に液晶が封入され構成される。
【００５８】前記一対の基板のうちいずれか一方基板
は、樹脂基板と、樹脂基板上に形成される信号伝送配線
（以下、配線と略記する）、ＭＩＭ素子および画素電極
と、最表面に形成される配向膜とを有し、他方基板は、
樹脂基板と、樹脂基板上に形成されるＩＴＯ（インジウ
ム錫酸化物）などのストライプ状の対向電極と、最表面
に形成される配向膜とを有する。
【００５９】このように構成される液晶表示装置では、
１つの画素電極と対向電極とが対向する領域が１画素で
あり、所定の信号を信号伝送配線および対向電極に入力
することによって、画素毎に液晶の光透過率を所定の光
透過率となるように制御して画像の表示を行う。
【００６０】図１は、本発明の第１の実施形態である液
晶表示装置の一方基板１８を拡大して示す平面図であ
り、図２はその斜視図である。図３は、図１の切断面線
Ａ－Ａから見た一方基板１８の断面図である。なお、図
１～図３では、配向膜は省略される。一方基板１８は、
樹脂基板１０と、樹脂電極１０上に形成される配線１１
と、配線１１の表面に形成される絶縁膜１７と、樹脂基
板１０および配線１１上に形成される上部電極１２と、
樹脂基板１０、配線１１および上部電極１２を覆う絶縁
層１４と、絶縁層１４上にマトリクス状に形成される画
素電極１５とを有する。
【００６１】配線１１は、導電性薄膜であり、樹脂基板
１０の一辺に平行に延びるライン部分１１ａと、ＭＩＭ
素子１３の下部電極として形成される電極部分１１ｂと
から成る。配線１１の電極部分１１ｂは、ライン部分１
１ａの幅方向の一方側に等間隔で設けられ、ライン部分
１１ａの幅方向に延びる。
【００６２】絶縁膜１７は、たとえば配線１１を陽極酸
化することによって設けられる酸化膜であり、少なくと
も配線１１の電極部分１１ｂを覆うように形成される。
【００６３】上部電極１２は、絶縁膜１７で覆われた電
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11
極部分１１ｂ上に形成される細長い矩形状の導電性薄膜
であり、その長手方向が電極部分１１ｂの長手方向に直
交する。
【００６４】配線１１の電極部分１１ｂ、絶縁膜１７お
よび上部電極１２によって構成されるＭＩＭ素子１３
は、電圧－電流特性が非線形性を示す２端子型の素子で
ある。
【００６５】絶縁層１４は、樹脂基板１０、配線１１お
よび上部電極１２を覆うように形成され、上部電極１２
の両端部１２Ａの上方に２つのコンタクトホール１４Ａ
を有する。
【００６６】画素電極１５は、絶縁層１４に形成された
コンタクトホール１４Ａにより、上部電極１２の両端部
１２Ａと電気的に接続されている。また、画素電極１５
は、絶縁層１４を介して、ＭＩＭ素子１３および配線１
１上にも形成される。
【００６７】本実施の形態では、画素電極１５の一部を
ＭＩＭ素子１３または配線１１の少なくともいずれかの
上に絶縁層１４を介して形成する構成とし、作製工程中
の位置合わせのずれに対する許容量を、従来のものに比
べ格段に大きくとることができるようにしている。ここ
で言う位置合わせのずれに対する許容量とは、作製しよ
うとしているデバイスの機能が損なわれない範囲で許さ
れる、作製工程中の位置ずれの最大量にあたる。
【００６８】たとえば図１５および図１６に示す従来の
構成では、画素電極２５を形成する際に、樹脂基板２０
の伸縮によって位置が大きくずれて、画素電極２５と配
線２１とが重なってしまうと、配線２１と画素電極２５
とが導通し、本来得ようとしていた機能が損なわれてし
まう。このため、図１５および図１６に示す設計では、
画素電極２５と配線２１との間隔がこの工程の位置合わ
せのずれに対する許容量２６にあたる。プロセス全体を
通して各工程で位置ずれが生じるが、配線２１を形成し
てから最後に画素電極２５を形成するまでのずれの累積
量はこの許容量２６よりも小さく抑える必要がある。
【００６９】樹脂基板を用いた場合、基板自身の伸縮量
が大きいため、実質的にこの伸縮量の大きさが位置ずれ
の大きさを決定することになる。樹脂基板を用いた製造
プロセスにおいて、各層の露光工程での位置合わせで生
じるずれの量および樹脂基板自身の伸縮量は、ガラス基
板を用いた場合に比べてはるかに大きい。このため、要
求される許容量の大きさは非常に大きなものとなる。
【００７０】また、伸縮率が基板全体でほぼ一定だとす
ると、伸縮量は基板の大きさ（あるいは素子を作製する
領域の大きさ）に比例するため、当然のことながら、サ
イズが大きくなるほどより大きな許容量が必要となる。
たとえば、伸縮率が２００ｐｐｍの樹脂基板の場合、基
板の大きさ（あるいは素子を作製する領域の大きさ）の
対角長が５０ｍｍであれば、伸縮量は５０ｍｍ×２００
ｐｐｍ＝１０μｍであるが、１００ｍｍになると１００
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ｍｍ×２００ｐｐｍ＝２０μｍ、４００ｍｍの場合には
４００ｍｍ×２００ｐｐｍ＝８０μｍにも達する。
【００７１】図１７に示す樹脂基板３０の伸縮を考慮し
た従来の構成では、画素電極３５と配線３１とが接触し
ないように、画素電極３５と配線３１との間隔を大きく
し、画素電極３５を小さく形成しなければならなかっ
た。図１５～図１７に示す従来の構成では、基板の伸縮
量が１０μｍ程度までであれば、ガラス基板上にＭＩＭ
素子が形成される液晶表示装置と同レベルの設計が可能
であるが、２０μｍ，４０μｍと必要とされる許容量が
大きくなるにつれ、画素電極と配線との間隔を大きく、
つまり画素電極を小さく設計する必要があり、液晶表示
装置の開口率の低下は深刻な問題となる。
【００７２】これに対し、本実施の形態では、絶縁層１
４によって画素電極１５と配線１１との導通が防止され
るので、画素電極１５を配線１１との間隔をあけること
なく大きく形成することができ、液晶表示装置の有効表
示領域を犠牲にすることなく、樹脂基板の工程中の伸縮
量を上回る大きさの許容量１６を確保して設計すること
が可能である。この結果、これまで表示領域の対角長が
５０ｍｍを大きく超えるサイズのパネルを、樹脂基板を
用いて作製することは困難であったのに対し、図１～図
３に示す構成では、１００ｍｍ以上の大きさのパネルで
さえ作製が容易となった。
【００７３】このような一方基板１８を有する液晶表示
装置では、コンタクトホール１４Ａによって、樹脂基板
１０上に画素電極１５が形成される領域も、セルギャッ
プが多少大きくなる以外は表示に有効である。また、本
実施の形態では、絶縁層１４を介して画素電極１５を配
線１１およびＭＩＭ素子１３上に形成することができる
ので、本実施の形態を反射型または半透過型の液晶表示
装置に適用するのであれば、配線１１および上部電極１
２上に、絶縁層１４を介して画素電極１５が形成される
領域に、反射性の電極膜を形成することによって、この
領域も有効表示領域とすることができ、より液晶表示装
置の開口率を向上することができる。
【００７４】また、本実施の形態を反射型または半透過
型の液晶表示装置を適用する場合には、たとえば「日経
マイクロデバイス」１９９４年６月号４７頁に報告され
ているように、絶縁層１４を、画素電極１５に散乱性を
持たせるための手段として兼用することもできる。すな
わち、反射電極を形成する領域の絶縁層１４の表面を凹
凸に加工することによって、その表面に形成する反射電
極に、光の散乱性を付与することができる。この反射電
極自体に散乱性を付与する方式は、液晶パネルの前面に
散乱性フィルムを配置する方式に比べて表示のにじみな
どが少なく、高い表示品位を得ることができる。なお、
上記の「日経マイクロデバイス」１９９４年６月号４７
頁に報告されている例でも画素電極の一部が能動素子や
配線上に形成されているが、これは単に液晶表示装置の
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開口率の向上のみを目的としたものであり、樹脂基板の
伸縮量に対応させるべく工程中の位置合わせのずれの許
容量を積極的に大きく設計している本発明とは、目的も
得られる効果も全く異なるものである。
【００７５】ところで、図１～図３に示す一方基板１８
では、配線１１、上部電極１２、絶縁層１４、画素電極
１５の少なくとも４層が必要であり、それぞれに成膜工
程と露光工程、現像工程およびエッチング工程などの形
状を加工するフォト工程とが必要となるため、図１５～
図１７に示す従来の構成に比べて各工程が１回余分に必
要となる。
【００７６】図４は、本発明の第２の実施形態を示す液
晶表示装置の一方基板４８を拡大して示す平面図であ
り、図５はその斜視図である。図４および図５に示す一
方基板４８において、図１～図３に示す一方基板１８と
同様に構成される箇所については説明を省略する。図４
および図５に示す一方基板４８では、図１～図３に示す
コンタクトホール１４Ａに代って、配線４１の電極部分
４１ｂの上方にコンタクトホール４４Ａが設けられる。
コンタクトホール４４Ａが形成されることによって、画
素電極４５の一部４５Ａが電極部分４１ｂ上の絶縁膜表
面に形成され、ＭＩＭ素子４３の上部電極として機能す
る。
【００７７】図４および図５に示す構成では、画素電極
４５の一部４５Ａが上部電極を兼ねるため、図１～図３
に示す構成に比べて成膜工程を１回少なくすることがで
きる。さらに、コンタクトホール４４Ａを形成する工程
が、画素電極４５の上部電極として機能する部分４５Ａ
の形状を決定する工程を兼ねるため、露光工程、現像工
程およびエッチング工程などのフォト工程も図１～図３
の構成に比べて、１回少なくすることができる。このよ
うに、本実施の形態では、工程数を削減することができ
るため、製造コストの削減には非常に有効である。
【００７８】また、コンタクトホール４４Ａは、その樹
脂基板４０に平行な断面が長方形またはこれに近い形状
の透孔であり、その長手方向が電極部分４１ｂの長手方
向に直交するように設計されるので、位置合わせのずれ
の許容量４６を大きくとることができる。
【００７９】図６は、本発明の第３の実施形態による液
晶表示装置の一方基板５８を拡大して示す平面図であ
る。図４および図５に示す一方基板４８と同様に構成さ
れる箇所については説明を省略する。図６に示す一方基
板５８は、特にコンタクトホール５４Ａ形成時の位置ず
れに対する許容量を図４に比べて極めて大きく設計した
構成であり、樹脂基板５０のかなり大きな伸縮にも対応
することが可能である。
【００８０】一方基板５８の配線５１は、電極部分５１
ｂの長手方向の長さが、図４に示す電極部分４１ｂに比
べて長く、画素電極５５の電極部分５１ｂの長手方向に
平行な一辺の長さの約５０～７５％に相当する。また、
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絶縁層５４に設けられるコンタクトホール５４Ａは、電
極部分５１ｂの長手方向の真中あたりに設けられ、その
長手方向の長さが、図４に示すコンタクトホール４４Ａ
に比べて長く、画素電極５５のコンタクトホール５４Ａ
の長手方向に平行な一辺の長さの約７０～９０％に相当
する。
【００８１】このような構成では、コンタクトホール５
４Ａ形成時のずれに対する許容量を、図６における上下
方向については、コンタクトホール５４Ａの長手方向の
長さの約４０％程度、左右方向に関しては電極部分５１
ｂの長手方向の長さの約４０％程度まで見込むことが可
能となり、非常に大型の樹脂基板を用いてＭＩＭ－ＬＣ
Ｄ（ＭＩＭ素子を有する液晶表示装置）を作製すること
が可能となる。
【００８２】一方、図１～図６に示す構成では、ＭＩＭ
素子以外の箇所で電気的な容量が発生してしまい、この
容量が駆動に影響を及ぼすことがあり得る。たとえば図
４では、配線４１と画素電極４５とが重なっている領域
がこれに該当する。これを防ぐためには、絶縁層はでき
るだけ厚く形成し、誘電率ができるだけ小さい材料を用
いることが望ましい。また、配線の電気抵抗を下げ、幅
をできるだけ細くして、重なり得る領域の面積を小さく
しておくことも有効である。
【００８３】図４～図６に示す、ＭＩＭ素子の上部電極
を形成する前にコンタクトホールを形成する構成では、
コンタクトホールを形成した段階で配線の陽極酸化を行
えば、コンタクトホールによって露出する素子形成領域
の配線のみが酸化されることになる。この結果、配線の
余分な抵抗増加を抑えることができ、配線の幅を細くす
ることができる。もちろん、酸化反応を行う領域が小さ
いため、消費する薬品の量や電力量も低く抑えることが
でき、製造コストの削減にも効果がある。
【００８４】なお、図１～図６に示す構成では、樹脂基
板の伸縮方向と量によっては、画素電極が隣の画素の配
線と重なってしまい、この配線との間で電気容量を形成
する場合もあり、駆動に悪影響を及ぼす可能性がある。
【００８５】図７は、本発明の第４の実施形態による液
晶表示装置の一方基板６８を拡大して示す平面図であ
り、図８は、その斜視図である。図７および図８に示す
構成では画素電極６５の一部６５Ａが、ＭＩＭ素子６３
側の領域から配線６１を挟んで反対側の領域にわたって
形成されている。このため、画素電極６５は、その位置
が大きくずれても隣の画素の配線と重なりにくい構造と
なっている。
【００８６】図１～図７に示す構成では、樹脂基板を用
いた大型のＭＩＭ－ＬＣＤを作製可能であるが、同様に
１枚の大型の樹脂基板上に、液晶パネル複数分のＭＩＭ
素子または画素電極などを一括して作製することも可能
である。図９は、分断されて９個の一方基板となる大型
基板７１を示す平面図である。このように、液晶パネル
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複数分のＭＩＭ素子や画素電極を一括して形成し、それ
を分断線７３にそって分断し複数の一方基板を製造する
ことは、製造時間が短縮し、製造コストの面では非常に
効果が大きい。従来の技術では、対角長が５０ｍｍを超
える領域に、液晶パネル複数分の画素電極やＭＩＭ素子
を一括作製することは困難であったのに対し、本発明で
は樹脂基板の伸縮による各層の位置ずれに対する許容量
が大きくなるので、最も離れた２つの画素７２Ａ，７２
Ｂの距離が１００ｍｍ以上の領域７２にも容易に作製す
ることが可能となった。
【００８７】次に、一方基板の製造方法について、実際
に製造した結果に基づき具体的に説明する。図１０は、
図１～図３に示す一方基板１８の製造手順を説明するた
めの斜視図である。図１０（ａ）では、両面にガスバリ
ア、ハードコートなどのコーティング処理を施した縦１
５０ｍｍ、横２００ｍｍ、厚さ２５０μｍのＰＥＳ（ポ
リエーテルスルホン）製の樹脂基板１０上に、配線１１
の材料として、マグネトロンスパッタ法により膜厚２０
０ｎｍのＴａ膜を成膜する。
【００８８】用いる樹脂基板１０は特に限定されるもの
ではないが、耐熱性、光透過性、耐薬品性に優れたもの
が望ましい。また、Ｔａ以外にＡｌ，Ｍｏ，Ｓｉなどの
材料、またはこれらの合金材料を用いてもよく、膜厚は
５０～５００ｎｍ程度の範囲内にあることが望ましい。
成膜時には温度、プラズマなどによって樹脂基板１０が
ダメージを受けないよう留意する必要がある。ここで
は、成膜中の基板温度を１８０℃以下に保つことによっ
て、樹脂基板１０へのダメージを抑えることができた。
【００８９】次に、成膜したＴａ膜に対して、レジスト
塗布、プレベーキング、露光、現像、ポストベーキン
グ、エッチング、レジスト剥離などの一連の工程を行う
ことによって、Ｔａ膜の形状を加工し配線１１を形成す
る。ここでは、表示領域：縦１２０ｍｍ、横１６０ｍ
ｍ、対角２００ｍｍ、画素数：６００×８００個のパネ
ルに対応する形状に加工した。１画素あたりの領域は２
００μｍ×２００μｍである。作製工程中の樹脂基板１
０の伸縮率が２００ｐｐｍとすると、伸縮量は縦１２０
ｍｍ×２００ｐｐｍ＝２４μｍ、横１６０ｍｍ×２００
ｐｐｍ＝３２μｍと見積られるため、位置ずれに対して
の許容量は、縦、横ともにこれよりも大きい４０μｍと
して素子の設計を行う。
【００９０】図１５～図１７に示す従来の構成では、２
００μｍ×２００μｍの画素領域で４０μｍの許容量を
確保したまま設計しようとすると、３０％を超える開口
率を得ることは困難であるが、図１～図３に示す構成で
あれば、７５％以上の開口率で設計することも可能であ
る。
【００９１】ＭＩＭ素子１３および画素電極１５を製造
する工程は、ガラス基板を使用した場合の通常のプロセ
ス技術と比較して特に大きく異なる点はない。しかしな
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がら、樹脂基板１０そのものが、絶えず伸縮を繰り返し
ていることに注意しておく必要がある。なお、Ｔａ膜の
エッチングはＣＦ

4
プラズマを用いたドライエッチング

で行った。
【００９２】次に、形状加工した配線１１を、０．０１
％のクエン酸水溶液中で陽極酸化することによって、配
線１１の表面に約５０ｎｍの酸化膜、すなわち絶縁膜１
７を形成する。絶縁膜１７の膜厚は、得るべき素子特性
に応じて、１０～２００ｎｍ程度の範囲内から設定する
ことが望ましい。また、陽極酸化を行う溶液はクエン酸
以外の有機酸、無機酸、およびこれらの塩などを用いて
もよい。また、陽極酸化を用いず、窒化シリコンなどの
絶縁膜を新たに成膜してもよい。
【００９３】図１０（ｂ）では、上部電極１２を形成す
るため、マグネトロンスパッタ法によってＣｒを１００
ｎｍ程度の厚さに成膜し、成膜したＣｒ膜に対して、レ
ジスト塗布、プレベーキング、露光、現像、ポストベー
キング、エッチング、レジスト剥離などの一連の工程を
行い、所定の形状に加工して、上部電極１２を形成す
る。上部電極１２として用いる材料はＣｒに限定される
ものでなく、Ｍｏ，Ａｌ，Ｔｉなどの金属を用いてもよ
い。露光時のマスクの位置合わせは、パネル中央部での
ずれが最も小さくなるように行う。このとき、樹脂基板
１０が水分を含んだことによって膨張していたため、表
示領域の最も端にある画素領域では、既に形成されてい
る配線１１と上部電極１２を形成するためのマスク上の
パターンとの間に縦、横ともに最大で１５μｍ前後の位
置ずれが生じていた。
【００９４】図１０（ｃ）では、ポリイミド樹脂を５μ
ｍの厚さにコーティングし、絶縁層１４を形成する。絶
縁層１４は、ポリイミド樹脂に限定されるものではな
く、画素電極１５と配線１１との間に生じる電気容量を
低減するため、比誘電率が小さく、低温で１μｍ以上の
成膜が容易である材料が望ましい。また、容量低減のた
めには膜厚が厚い方が望ましいが、形状加工との兼ね合
いで０．５～５０μｍ程度の範囲から選定することが望
ましい。
【００９５】コーティングした絶縁層１４の所定の位置
には、レジスト塗布、プレベーキング、露光、現像、ポ
ストベーキング、エッチング、レジスト剥離などの一連
の工程を行い、コンタクトホール１４Ａを形成する。露
光時の位置合わせは、パネル中央部でのずれが最も小さ
くなるように行った。このとき、樹脂基板１０がポリイ
ミド膜の焼成時に収縮し、その後、水分吸収により膨張
していたため、表示領域の最も端にある画素領域では、
既に形成されている上部電極１２とコンタクトホール１
４Ａを形成するためのマスク上のパターンとの間に縦、
横ともに最大で１０μｍ前後の位置ずれが生じていた。
なお、コンタクトホール１４Ａの形状は、画素電極１５
がコンタクトホール１４Ａの壁面で切断しないよう、あ
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る程度緩やかな傾斜を持っていることが望ましい。
【００９６】図１０（ｄ）では、コンタクトホール１４
Ａを形成した後、絶縁層１４上にＩＴＯを膜厚１５０ｎ
ｍに成膜し、成膜したＩＴＯ膜に対して、レジスト塗
布、プレベーキング、露光、現像、ポストベーキング、
エッチング、レジスト剥離などの一連の工程を行い、所
定の形状に加工して、画素電極１５を形成する。画素電
極１５は、コンタクトホール１４Ａが形成されることに
よって、上部電極１２の両端部１２Ａおよび樹脂基板１
０上にも形成され、これによって上部電極１２に電気的
に接続されている。
【００９７】画素電極１５がコンタクトホール１４Ａ部
で切断しないよう、ＩＴＯ膜の膜厚はある程度厚くする
必要があるが、厚すぎると光の透過率や加工性の面で不
利があるため、５０～５００ｎｍ程度であることが望ま
しい。成膜手段としては、スパッタ法、蒸着法、イオン
プレーティング法などを用いることができるが、良好な
カバーレッジ特性を示し、低温で良質な膜形成が可能な
手法が望ましい。なお、画素電極１５の材料はＩＴＯに
限定されるものではなく、酸化スズなどの他の透明導電
材料を用いてもよい。
【００９８】また、Ａｌ，Ａｇなどの金属を用いて反射
電極とし、反射型の液晶パネルを作製することも可能で
ある。この場合は、配線１１または上部電極１２などと
重なる領域についても表示上有効となるため、有効表示
領域を透過型のパネルより大きくとることができ、有利
である。
【００９９】ＩＴＯなどの透明導電膜で画素電極１５を
形成後、その表面上の一部に反射電極を形成し、半透過
モードとすることも可能である。透過型の液晶パネルに
おいて、画素電極１５が配線１１および上部電極１２と
重なる領域は、配線１１および上部電極１５によって遮
光されてしまうので表示上無効となるが、前述のように
配線１１や上部電極１２などと重なる領域の上に反射電
極を形成すると、有効表示領域をより大きくとることが
でき、有利である。より優れた表示を行うためには、透
過型の基板間隔（セルギャップ）は、反射型の２倍程度
必要であるため、前述のような半透型の液晶表示装置を
作成する際に、コンタクトホール１４Ａを大きめに形成
し、透過型として使用する領域を主にコンタクトホール
１４Ａ形成領域としてもよい。
【０１００】画素電極１５を形成するための露光時の位
置合わせは、パネル中央部でのずれが最も小さくなるよ
うに行った。このとき、樹脂基板１０が水分吸収などに
より膨張していたため、表示領域の最も端にある画素領
域では、既に形成されているコンタクトホール１４Ａと
画素電極１５を形成するためのマスク上のパターンとの
間に縦、横ともに最大で７μｍ前後の位置ずれが生じて
いた。
【０１０１】このように、作製工程中で樹脂基板１０の
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伸縮があったため、特に表示領域の最も端にある画素領
域では各工程で形状加工したパターンの間に大きな位置
ずれが発生した。このため、表示領域の端にある最もず
れの影響が大きい画素ではプロセスを通してずれの累積
量、すなわち基板の伸縮量が縦、横ともに３０μｍ以上
になってしまい、各層が大きくずれて形成される。
【０１０２】図１１は基板の伸縮による位置ずれの影響
の大きい、一方基板１８の端部に近い画素領域を拡大し
て示す斜視図である。図１１に示す一方基板１８の画素
領域では、樹脂基板１０の伸縮によって、本来配線１１
の電極部分１１ｂの中央に設けられる上部電極１２が、
電極部分１１ｂの先端部分にずれ、また上部電極１２の
両端部１２Ａに設けられるコンタクトホール１４Ａがず
れ、片方のコンタクトホール１４Ａのみが上部電極１２
に重なっている。
【０１０３】しかしながら、本実施の形態では、作製工
程中の位置ずれに対しての許容量が縦、横ともに４０μ
ｍと充分大きく設計されており、樹脂基板１０の伸縮量
に充分対応しているため、図１１に示すような基板端部
の画素においても機能が損なわれることなく動作するこ
とができる。すなわち、図１１に示すように各層が大き
く位置ずれしても、上部電極１２が電極部分１１ｂの上
に形成されるのでＭＩＭ素子１３は正常に機能し、また
コンタクトホール１４Ａが上部電極１２上に形成される
ので、画素電極１５と上部電極１２とは導通し、さらに
絶縁層１４が介在されるので画素電極１５と配線１１と
の導通は防止される。また、位置ずれに対する許容量を
大きくとって設計されているにも拘わらず、画素電極１
５が大きく形成されているので、液晶表示装置の開口率
を大きく犠牲にすることもない。
【０１０４】以降、樹脂基板に対応した通常の工程によ
って、液晶表示装置を製造した。ここでは、画素電極１
５形成以降の工程も１８０℃以下の温度で行っており、
樹脂基板１０への悪影響は見られなかった。
【０１０５】図１２は、図７および図８に示す一方基板
６８の製造手順を説明するための斜視図である。ここで
は、前述した図９に示すように、１枚の大型基板上に、
液晶パネル９つ分の配線６１、ＭＩＭ素子６３および画
素電極６５を一括して形成する。
【０１０６】図１２（ａ）では、両面にガスバリア、ハ
ードコートなどのコーティング処理を施した縦３００ｍ
ｍ、横４００ｍｍ、厚さ２００μｍのＰＡＲ（ポリアリ
レート）製の樹脂基板６０上に、マグネトロンスパッタ
法により膜厚１５０ｎｍのＴａ膜を成膜する。樹脂基板
６０は特に限定されるものではないが、耐熱性、光透過
性、耐薬品性に優れたものが望ましい。また、Ｔａ以外
にＡｌ，Ｍｏ，Ｓｉなどの材料、またはこれらの合金材
料を用いてもよく、膜厚は５０～５００ｎｍ程度の範囲
内にあることが望ましい。成膜時には温度、プラズマな
どにより樹脂基板６０がダメージを受けないよう留意す
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る必要がある。ここでは、成膜中の基板温度を１５０℃
以下に保つことによって、樹脂基板６０のダメージを抑
えることができた。
【０１０７】次に、成膜したＴａ膜に対して、レジスト
塗布、プレベーキング、露光、現像、ポストベーキン
グ、エッチング、レジスト剥離などの一連の工程により
形状を加工し、配線６１を形成する。ここでは、表示領
域：縦９０ｍｍ、横１２０ｍｍ、画素数：２４０×３２
０個、１画素あたりの領域：３７５μｍ×３７５μｍの
液晶パネル９つ分に対応する形状に加工した。つまり、
同一樹脂基板６０上の縦２９０ｍｍ、横３８７ｍｍの長
方形の領域にわたって配線６１、ＭＩＭ素子６３および
画素電極６５が一括して形成されることになる。
【０１０８】画素形成領域のうち、最も離れた２点（図
９の７２Ａ，７２Ｂ）を結ぶ直線の長さ、すなわち素子
形成領域の対角長は約４８０ｍｍである。作製工程中の
樹脂基板の伸縮率が２００ｐｐｍとすると、画素が形成
される領域の伸縮量は、縦２９０ｍｍ×２００ｐｐｍ＝
５８μｍ、横３８７ｍｍ×２００ｐｐｍ＝７８μｍと見
積られるため、位置ずれに対しての許容量は、縦、横と
もにこれよりも大きい８０μｍとして素子の設計を行っ
ている。
【０１０９】図１７に示す従来の構成では、３７５μｍ
×３７５μｍの画素領域で８０μｍの許容量を確保した
まま設計しようとすると、３０％を超える開口率を得る
ことは困難であるが、図７および図８に示す構成であれ
ば９０％以上の開口率で設計することも可能である。
【０１１０】なお、ＭＩＭ素子６３および画素電極６５
を製造する工程は、ガラス基板を使用した場合の通常の
プロセス技術と比較して特に大きく異なる点はないが、
プロセス中の温度、薬液などにより樹脂基板６０が損傷
を受けないよう留意する必要がある。
【０１１１】Ｔａ層表面の陽極酸化はこの時点で行って
もよいが、ここでは後述するように、コンタクトホール
６４Ａ形成後に陽極酸化を行い、必要最低限の領域のみ
に陽極酸化を施す。また、陽極酸化を行わず、この時点
で窒化シリコンなどの絶縁膜を形成してもよい。この２
つの方法では、配線６１の抵抗増加が生じないため、予
め配線６１の幅を細く設計しておくことができ、画素電
極６５との間で発生する電気容量を低減することができ
る。
【０１１２】図１２の（ｂ）では、アクリル樹脂を１０
μｍの厚さにコーティングし、絶縁層６４とする。絶縁
層６４としてはアクリル樹脂に限定されるものではな
く、画素電極６５と配線６１の間に生じる電気容量を低
減するため、比誘電率が小さく、低温で１μｍ以上の成
膜が容易である材料が望ましい。また、容量低減のため
には膜厚が厚い方が望ましいが、形状加工との兼ね合い
で０．５～５０μｍ程度の範囲から選定することが望ま
しい。コーティングした絶縁層６４の表面には、露光、
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現像およびエッチングなどの工程により凹凸を形成し
て、この上に形成する反射電極が散乱性を有するように
した。この凹凸は必ずしも形成する必要はないが、形成
しておいた場合、別途、散乱フィルムを用いる必要がな
く、また反射板が散乱機能を兼ねるため、表示のにじみ
などが生じにくく、特性上も有利である。なお、凹凸の
形状、配置は、反射光の干渉が生じないよう、１画素内
では不規則な状態にしておくことが望ましい。
【０１１３】絶縁層６４を形成後、レジスト塗布、プレ
ベーキング、露光、現像、ポストベーキング、エッチン
グ、レジスト剥離などの一連の工程によって、所定の位
置に、コンタクトホール６４Ａを形成する。ここでは、
コンタクトホール６４Ａの大きさにより、ＭＩＭ素子６
３の上部電極として機能する部分６５Ａの寸法が決定さ
れるため、特にその底部での寸法制御が重要である。ま
た、後程形成する反射電極６５が分断されないように、
コンタクトホール６４Ａの壁面はある程度なだらかにし
ておく必要性がある。たとえば、一度、レーザ加工、Ｒ
ＩＥ（ReactiveIon Etching）などで透孔を加工した
後、等方性プラズマやウエットエッチングなどによっ
て、開口部付近を少し広げてコンタクトホール６４Ａを
形成するとよい。また、絶縁層６４として感光性の材料
を用い、露光、現像工程のみでコンタクトホール６４Ａ
を形成することも可能である。
【０１１４】コンタクトホール６４Ａを形成するための
露光時のマスクの位置合わせは、基板中央部でのずれが
最も小さくなるように行った。このとき、樹脂基板６０
が水分を含んだことにより膨張していたため、基板端部
に近い、パネル形成領域の最も端にある画素領域では、
既に形成されている配線６１とコンタクトホール６４Ａ
を形成するためのマスク上のパターンとの間に縦、横と
もに最大で５５μｍ前後の位置ずれが生じていた。本実
施の形態では、コンタクトホール６４Ａは、基板に平行
な断面が長方形状の透孔であり、その長手方向が配線６
１の下部電極として形成された部分６１ｂの長手方向に
直交するようため、このような大きな位置ずれにも、表
示品位などに大きな悪影響を与えることなく対応するこ
とが可能である。
【０１１５】次に１％の酒石酸アンモニウム水溶液中で
Ｔａ膜を陽極酸化することにより、約６０ｎｍの酸化
膜、すなわち絶縁膜６７を形成した。ここでは、下部電
極として形成された電極部分６１ｂのうち、コンタクト
ホール６４Ａによって露出した表面６１ｃのみが陽極酸
化され、その他の電極部分６１ｂの表面とライン部分６
１ａの表面は、陽極酸化作用を受けない。このため、配
線６１の余分な抵抗増加を抑えることができ、配線６１
の幅を細くして、画素電極６５との間で発生する電気容
量を低減することができる。また、酸化反応を行う領域
が小さいため、消費する薬品の量や電力量も低く抑える
ことができ、製造コストの削減にも繋がる。絶縁膜６７
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の膜厚は、得るべき素子特性に応じて、１０～２００ｎ
ｍ程度の範囲内から設定することが望ましい。また、陽
極酸化を行う溶液は酒石酸アンモニウム以外にも、有機
酸、無機酸、およびこれらの塩などを用いてもよい。
【０１１６】図１２の（ｃ）では、陽極酸化により酸化
膜を形成後、絶縁層６４上に、Ａｌを膜厚３００ｎｍに
成膜し、レジスト塗布、プレベーキング、露光、現像、
ポストベーキング、エッチング、レジスト剥離などの一
連の工程により形状加工して画素電極６５を形成する。
画素電極６５は、コンタクトホール６４Ａによって、樹
脂基板６０および配線６１の電極部分６１ｂ上にも形成
され、その一部６５ＡがＭＩＭ素子６３の上部電極とし
て機能する。したがって、形成されたＭＩＭ素子６３の
寸法は配線６１の電極部分６１ｂの幅とコンタクトホー
ル６４Ａの底部の幅で決定される。このように図１２に
示す製造手順では、上部電極の成膜工程および形状を加
工する工程を省略することができるので、図１０に示す
製造手順よりも作製工程数を削減でき、作製コストの低
減に効果がある。
【０１１７】また、本実施の形態では、配線６１が画素
領域の端部ではなく、中央よりに配置されるように、配
線６１および画素電極６５が形成される。すなわち、画
素電極６５の一部が、ＭＩＭ素子６３側の領域から配線
６１を挟んで反対側の領域にわたって形成される構造と
なる。これは、樹脂基板６０の伸縮によって、特に基板
周辺部で大きな位置ずれが発生した場合に、画素電極６
５と隣の画素の配線６１との間に電気的容量が発生する
のを防ぐためであり、表示品位低下の防止に有効であ
る。
【０１１８】Ａｌ膜の成膜方法としては、スパッタ法、
蒸着法、ＣＶＤ（化学的気相成長）法などを用いること
ができるが、良好なカバーレッジ特性を示し、低温で良
質な膜形成が可能な手法が望ましい。また、Ａｌ膜の膜
厚は、コンタクトホール６４Ａの壁面で切断しないよ
う、ある程度厚くする必要があるが、厚くしすぎると加
工性の面で不利であることを考慮の上、５０～１０００
ｎｍの範囲で選定することが望ましい。なお、画素電極
６５の材料はＡｌに限定されるものではなく、Ｔｉ，Ａ
ｇなどの他の金属、またはこれらの合金を用いてもよ
い。このような反射性導電材料を用いた反射型液晶表示
装置では、配線６１と画素電極６５とが重なる領域につ
いても表示上有効となるため、開口率を透過型液晶表示
装置の場合より大きくとることができ、有利である。こ
こでは、画素電極６５を反射性導電材料から形成する
が、ＩＴＯなどの透明導電材料から形成してもかまわな
い。
【０１１９】画素電極６５を形成するための露光時の位
置合わせは、パネル中央部でのずれが最も小さくなるよ
うに行った。このとき、樹脂基板６０が水分吸収などに
より膨張していたため、表示領域の最も端にある画素領
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域では、既に形成されているコンタクトホール６４Ａと
画素電極６５を形成するためのマスク上のパターンとの
間に縦、横ともに最大で１５μｍ前後の位置ずれが生じ
ていた。
【０１２０】このように、各工程中で位置ずれが発生し
たため、基板端部付近にある最もずれの影響が大きい画
素では、プロセスを通してのずれの累積量、すなわち基
板の伸縮量が縦、横ともに７０μｍ前後になってしま
い、各層が大きくずれて形成されてしまった。
【０１２１】図１３は、基板の伸縮による位置ずれの影
響の大きい、大型基板の端部に近い画素領域を拡大して
示す斜視図である。図１３に示す一方基板６８の画素領
域では、樹脂基板６０の伸縮によって、本来電極部分６
１ｂの中央に形成されるはずのコンタクトホール６４Ａ
が、電極部分６１ｂの先端部分にずれ、また画素電極６
５の中央よりに配置される配線６１が、画素電極６５が
位置ずれすることによって、画素領域の端部に配置され
ている。
【０１２２】しかしながら、本実施の形態では、作製工
程中の位置ずれに対しての許容量が縦、横ともに８０μ
ｍと充分大きく設計されており、樹脂基板の伸縮量に対
応しているため、図１３に示す画素においても機能が損
なわれることなく動作することができる。すなわち、図
１３に示すように各層が大きく位置ずれしても、コンタ
クトホール６４Ａが電極部分６１ｂの上に形成されるの
で、画素電極６５の一部６５ＡはＭＩＭ素子６３の上部
電極として正常に機能し、さらに絶縁層６４が介在され
るので画素電極６５と配線６１との導通は防止される。
また、位置ずれに対する許容量を大きくとって設計され
ているにも拘わらず、画素電極６５が大きく形成されて
いるので、液晶表示装置の開口率を大きく犠牲にするこ
ともない。
【０１２３】以降、樹脂基板に対応した通常の工程によ
り、９つの一方基板６８を構成する大型基板を製造し、
前記大型基板を９つの他方基板を構成する大型基板と貼
合わせ、その後レーザーカッタにより分断して、最終的
に９つの液晶表示装置とした。このため、９つのパネル
を個別に作製する場合に比べて、製造時間を短縮するこ
とができ、製造コストを著しく削減することができた。
ここでは、画素電極６５形成以降の工程も１５０℃以下
の温度で行っており、樹脂基板６０への悪影響は見られ
なかった。
【０１２４】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、前記電気
的絶縁層が、樹脂基板の伸縮に起因する位置ずれによる
画素電極と信号伝送配線との導通を防止するので、より
大きな領域に前記信号伝送配線、能動素子および画素電
極を形成することができ、大きな表示領域を有する液晶
表示装置を得ることができる。また、画素電極を信号伝
送配線付近まで形成することができ、これによって液晶
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表示装置の開口率が向上し、表示品位が向上する効果が
ある。
【０１２５】また本発明によれば、前記画素電極の一部
が、前記信号伝送配線または能動素子の少なくともいず
れかの上に前記電気的絶縁層を介して形成されるので、
樹脂基板が大きく伸縮しても、信号伝送配線と画素電極
とが導通したり、信号伝送配線と画素電極との間で寄生
容量が発生することがない。よって、表示品位が高い液
晶表示装置を得ることができる。
【０１２６】また本発明によれば、前記画素電極が、前
記電気的絶縁層に形成されるコンタクトホールによっ
て、前記能動素子の上部電極と導通しているので、上部
電極と画素電極とを導通させる導電体を別途形成する必
要がない。
【０１２７】また本発明によれば、前記電気的絶縁層
は、前記信号伝送配線の下部電極として機能する部分の
上方にコンタクトホールを有し、前記画素電極は、その
一部が前記コンタクトホールを介して前記能動素子を構
成する絶縁膜の表面に形成され、前記能動素子の上部電
極として機能するので、上部電極を成膜する工程および
上部電極の形状を加工する工程を省略することができ、
工程数を減少することができ、製造コストの低い液晶表
示装置を提供することができる。また、本発明による構
成では、コンタクトホールによって樹脂基板上に画素電
極が形成される領域も、セルギャップが多少大きくなる
以外は表示に有効である。
【０１２８】また本発明によれば、前記能動素子の寸法
の少なくとも一部が、前記電気的絶縁層のコンタクトホ
ールの形状によって決定され、上部電極の形状を加工す
る工程を省略することができる。
【０１２９】また本発明によれば、前記電気的絶縁層の
コンタクトホールは、その樹脂基板に平行な断面形状が
略長方形であり、その長手方向が、前記信号伝送配線の
なかで能動素子の下部電極として形成される部分の長手
方向に対して直交するように形成されるので、樹脂基板
のより大きな伸縮に対応することができる。
【０１３０】また本発明によれば、前記能動素子の絶縁
膜は、前記コンタクトホールの形成によって露出した下
部電極を陽極酸化することによって形成されるので、信
号伝送配線の余分な抵抗増加を抑えることができ、信号
伝送配線の幅を細くすることができる。また、酸化反応
を行う領域が小さいので、消費する薬品の量や陽極酸化
に費やされる電力量を低く抑えることができる。
【０１３１】また本発明によれば、前記画素電極が、前
記能動素子側の領域から前記信号伝送配線を挟んで反対
側の領域にわたって形成されているので、樹脂基板の伸
縮によって信号伝送配線および画素電極が位置ずれして
も、画素電極と隣の画素の信号伝送配線とが重なり、画
素電極と隣の画素の信号伝送配線との間で電気容量が発
生することを防止することができる。 *
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*【０１３２】また本発明によれば、配線または能動素子
が形成される領域などの透過型液晶表示装置において表
示無効となる領域に、反射性画素電極を形成することに
よって、開口率が高く、表示品位が高い反射型または半
透過型の液晶表示装置を得ることができる。
【０１３３】また本発明によれば、前記画素電極の少な
くとも一部が、散乱性反射板として機能するので、別途
散乱フィルムを設ける必要がなく、また液晶パネルの前
面に散乱フィルムを配置する方式に比べて視差による表
示のにじみなどが少なく，表示品位の高い液晶表示装置
を得ることができる。
【０１３４】また本発明によれば、前記電気的絶縁層
が、樹脂基板の伸縮に起因する位置ずれによる画素電極
と信号伝送配線との導通を防止するので、より大きな領
域に前記信号伝送配線、能動素子および画素電極を形成
することができ、対角長が１００ｍｍ以上の大きな表示
領域を有する液晶表示装置を得ることができる。
【０１３５】また本発明によれば、前記電気的絶縁層
が、樹脂基板の伸縮に起因する位置ずれによる画素電極
と信号伝送配線との導通を防止するので、液晶表示装置
複数分の信号伝送配線、能動素子、電気的絶縁膜または
画素電極を大型の樹脂基板上に一括して形成することが
でき、これによって製造時間が短く、製造コストが安い
液晶表示装置を得ることができる。
【０１３６】また本発明によれば、前記電気的絶縁層
が、樹脂基板の伸縮に起因する位置ずれによる画素電極
と信号伝送配線との導通を防止するので、対角長が１０
０ｍｍ以上の大きな領域に、液晶表示装置複数分の前記
信号伝送配線、能動素子または画素電極を一括して形成
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態である液晶表示装置の
一方基板１８を拡大して示す平面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態である液晶表示装置の
一方基板１８を拡大して示す斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施形態である液晶表示装置の
一方基板１８を拡大して示す断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態である液晶表示装置の
一方基板４８を拡大して示す平面図である。
【図５】本発明の第２の実施形態である液晶表示装置の
一方基板４８を拡大して示す斜視図である。
【図６】本発明の第３の実施形態である液晶表示装置の
一方基板５８を拡大して示す平面図である。
【図７】本発明の第４の実施形態である液晶表示装置の
一方基板６８を拡大して示す平面図である。
【図８】本発明の第４の実施形態である液晶表示装置の
一方基板６８を拡大して示す斜視図である。
【図９】分断されて９個の一方基板となる大型基板７１
を示す平面図である。
【図１０】一方基板１８の製造手順を説明するための斜
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視図である。
【図１１】基板の伸縮による位置ずれの影響の大きい、
一方基板１８の端部に近い画素領域を拡大して示す斜視
図である。
【図１２】一方基板６８の製造手順を説明するための斜
視図である。
【図１３】基板の伸縮による位置ずれの影響の大きい、
大型基板の端部に近い画素領域を拡大して示す斜視図で
ある。
【図１４】樹脂基板上に、ＭＩＭ素子および画素電極を
形成した場合の基板の伸縮率の変化を示すグラフであ
る。
【図１５】従来の液晶表示装置の一方基板２８を拡大し
て示す平面図である。
【図１６】従来の液晶表示装置の一方基板２８を拡大し
て示す斜視図である。
【図１７】従来の液晶表示装置の一方基板３８を拡大し*
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*て示す平面図である。
【符号の説明】
１０，４０，５０，６０，７１  樹脂基板
１１，４１，５１，６１  信号伝送配線
１１ａ，４１ａ，５１ａ，６１ａ  ライン部分
１１ｂ，４１ｂ，５１ｂ，６１ｂ  電極部分
１２  上部電極
１３，４３，５３，６３  ＭＩＭ素子
１４，４４，５４，６４  絶縁層
１４Ａ，４４Ａ，５４Ａ，６４Ａ  コンタクトホール

１５，４５，５５，６５  画素電極
１７，６７  絶縁膜
１８，４８，５８，６８  一方基板
７１  大型基板
７２  ＭＩＭ素子ないし画素電極を形成する領域
７３  分断線

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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